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１．概要（Summary） 

高 速 な 低 消 費 電 力 不 揮 発 メ モ リ の 材 料 と し て

GeTe-SbTe より成るカルコゲナイド超格子薄膜のメモリ特

性を評価した。不揮発メモリ形成に適した膜組成、構造が

得られる成膜プロセス条件を把握することができた。 

 

２．実験（Experimental） 

上下のスパッタ TiN 電極にて原子層堆積装置（ALD）

を用いて成膜したカルコゲナイド層を挟んだ 2端子構造と

して不揮発メモリのテスト構造を形成した。カルコゲナイド

層と下部電極は 100 nm の層間絶縁膜により分離され微

細孔により下部電極と接合するポア型セル構造である。 

上部 TiN 電極を多目的エッチング装置にて加工する際

に導電性のあるカルコゲナイド層と層間絶縁膜(ILO)をオ

ーバーエッチングにて抜くことにより素子分離形成する。

(Fig.1) エッチング後のレジスト除去はNPFのプラズマア

ッシャー装置にて行った。 

 

Fig.1 SEM cross sectional view of memory cell. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

特定の膜組成、構造を備えたカルコゲナイド薄膜は

バイポーラ動作する不揮発メモリとしての特性を示

す。電圧パルスによる駆動時においても 100 倍の高い

抵抗比を示すことを確認した。(Fig.2) 

 

 

Fig.2 Program cycle test result.  

SET/RESET:+/-2V, 100µsec, READ:+0.5V,100µsec. 
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